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【はじめに】電子線照射によるAl-doped 4H-SiCエピ膜中の正孔密度の減少の仕方は、照射エネルギーが

200 keVと 500 keV以上とでは大きく異なった１－３）。つまり、200 keVの電子線照射ではC原子だけが変

位し、Alと結合していたCのところが空格子点(VC)となると考えられる２,３）。また、200 keVの電子線を
216 cm101 −× 照射した場合、Alアクセプタ密度( )が減少し、深い欠陥密度( )が増加したAN DeepN ２,３）。こ

こでは、200 keVの電子線照射量を増やしたときの正孔密度の温度依存性 を測定し、 と の

照射線量依存性を調べる。 
)(Tp AN DeepN

【実験】照射エネルギー200 keV の電子線を 照射した Al-doped 4H-SiC エピ膜(膜厚：

m10 μ )に、照射量を ずつ増加し、ホール効果測定を行った。 
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【結果】図には電子線未照射の と各照射線量の を示す。照射量を増加させたとき、低温側で

の )(Tp が激減していることより、浅いアクセプタである は照射により減少していくことが分かる。

一方、高温側の )(Tp はほとんど変化していないことから、 と の和はほとんど変化していない

と考えられる。現在、FCCS(Free Carrier Concentration Spectroscopy)を用いて各 )(Tp を解析し、得ら

れた と の照射線量依存性とその原因に調べている。 
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